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1 研究背景
電源系統の小型高性能化を可能とする次世代

パワー半導体が注目されている．特に半導体の
宇宙利用に際しては放射線耐性が問題となり，
評価が必要である．本稿では Co60のガンマ線
源を用いてトータルドーズ効果 (TID:Total Ion-

izing Dose effect)によって劣化した SiC trench

MOSFETの I-V特性に対する Vgs印加による
回復効果について報告する．

2 測定方法
市販の耐圧 650Vの 2種の SiC trench MOS-

FET(venderA, venderB)に対して，Vgs = 18Vを
印加した状態で 118kradのガンマ線照射を行っ
た．ガンマ線照射終了後，Vgs = 18～38Vまで
5分毎に 2Vずつ増加させて連続して印加を行
い，その後 10分間は Vgs = 0Vとした．測定
にはAgilent社製の電源N6700Cを利用し，100

秒毎に Vds = 0.1Vにおける Ids - Vgs特性の測
定を行った．

3 測定結果
照射前後およびゲートバイアス印加前後の測

定結果を図 2に示す．Ids = 0.1mAとなる Vgs

をしきい値電圧VthとしたときのVth変化を図
3に示す．高ゲートバイアス印加による FNト
ンネル電子によって，酸化膜トラップ電荷が中
和されたことでVthが回復する [2]．図 3におい
て，同じ trench構造の SiCでも venderBは 32V

あたりから大きく回復し，元のVth程度まで回
復するのに対し，venderAでは単調に回復が見
られる．Vgs印加開始および終了時には，Vth

が 0.1V程度増減しているが，これはBTI (Bias

Temperature Instability)の影響と考えられる．
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図 1: TIDのメカニズム [1]
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図 2: ゲートバイアス印加による I-V特性変化
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図 3: ゲートバイアス印加による Vthの変化
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